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１．概要（Summary） 

静電誘導型サイリスタ（Static Induction Thyristor : 

SIThy）は、西澤によって発明され、高速、低損失のパワ

ーデバイスとして知られている[1]。SIThy構造中のゲート

およびアノード設計は、同デバイスのポテンシャル性能を

引き出す為に極めて重要である。本研究ではパルスパワ

ー電源への応用を目指した、高速・高耐圧シリコンSIThy

の試作のための、ゲートおよびアノード構造工程条件を

検証するための実験を行なった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナ露光装置群一式 

酸化拡散炉 

【実験方法】 

検証実験1では、アノード側のn型バッファ層の形成条

件を把握する為に、同層に導入するリンのドーズ量、およ

びドライブイン時間をパラメータとして、不純物プロファイ

ルを SIMS 分析により測定し、表面不純物濃度および接

合深さのドーズ量およびドライブイン時間に対する依存性

を調べ、シミュレーション結果と比較した。 

検証実験 2においては、埋め込みゲート構造の形成条

件を把握する為に、適当な寸法のゲート拡散窓をリソグラ

フィーによって形成し、窓領域に選択的にボロンを拡散し

た。拡散工程後のボロンの断面形状を、Scanning 

capacitance spectroscopy (SCM)にて調べた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

検証実験 1 においては、SIMS での不純物プロファイ

ル分析結果より、ドライブイン時間とともに n 型バッファ層

の接合深さが増加することが確認できた。不純物プロファ

イルについてプロセスシミュレーションの結果とは比較的

良い一致をした。すなわち、検証実験 1 での工程は、電

気炉の適切な温度および時間の制御により実施できてい

ることが確認できた。今後は、本検証実験結果に基づきシ

ミュレーション中の不純物の拡散係数などを微調整し、シ

ミュレーションの精度を高め、同シミュレーションにより

SIThy の最適性能を得るためのアノード工程条件を確定

する。 

検証実験 2 においては、ボロン選択拡散の断面形状を

SCM+AFM 分析にて評価した結果、拡散窓自身および

窓間隔は、設計時の寸法と0.1 µm以内の誤差で精度よく

形成されていた。また、ボロンは拡散窓から 2 次元的に精

度よく拡散できており、SIThy で重要になる微細チャネル

部形成の目処がたった。 
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